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Figura 4.14. Variacion de las principales magnitudes electricas de una celula solar totovoltaica
en tuncion de la temperatura.

figura 4.14 ilustra las variaciones de las principales caracterfsticas electricas de una
celula solar en funcion de la temperatura.

Dentro del proceso de produccion de las celulas fotovoltaicas se distinguen dos
fases bien diferenciadas: la elaboracion y purificacion del silicio y la propia elabora-

eion de la celula.
El silicio se obtiene principalmente de la sflice (oxido de silicio), de la que se

extrae el silicio llamado de grado metalurgico con una pureza del 98 al 99%. La indus-
tria de los semiconductores purifiea este silicio de grado metalurgico hasta que su
pureza es del 99,9999999%. Este silieio puro, de grado electronico, se funde en un cri-
sol con impurezas de boro donde se forma una mas a fundida tras elevar su temperatura
hasta unos 1.400° C. A partir de una «semilla» de silicio monocristalino en eontacto
sobre la masa fundida, los atomos de Si del material fundido se adaptan ala estruetura
cristalina del patron determinado par la semilla, y, confarme se va solidificando,
empieza a crecer el cristal solido de silicio. Mediante el metodo de Czochralsky puede
conseguirse hacer crecer lingotes eristalinos de un metro de longitud y diametros com-
prendidos entre 20 y 200 mm. El erecimiento del lingote es aproximadamente de 5 cm
par hora. Las celulas comerciales tfpicas crecidas mediante este metodo estan dando
efieiencias del 14% al 17% segun la tecnologfa empleada en la fabrieacion de los con-
(aetos. Eficiencias mayores se han conseguido en laboratario, segun se describe mas
J.delante en este texto.

Los cristales de silieio de mas alta calidad se obtienen par el metoda de zona 110-
~,1I1te.Se funde localmente un bloque de silicio de grado electronieo en forma de barra


